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１．概要（Summary） 

ZEONOR(R)やPEN Film上に Ａｌ2Ｏ3 を成膜するこ

とにより、ＴｂＦｅなどの磁性層の酸化を防止するとともに滑

らかな膜を形成し、駆動電流の均一化など磁性ナノワイヤ

の特性向上を図る 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

原子層堆積装置 
【実験方法】 

フェリ磁性ナノワイヤメモリの実現のため、下地膜に絶

縁膜を製膜する。 PEN および ZEONOR(R) プラスチ

ック基板を加熱しながら Ａｌ2O3 を 10 nm 堆積する。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
Fig. 1 に Si、ZEONOR(R) Film と PEN Sheet 上に

成膜した Al2O3 堆積膜の写真を示す。均一で透明な膜

が形成された。 
 

 
 Fig. 1 Al2O3 film formed on Si, ZEONOR(R) 

Film and PEN Sheet 
 
Fig. 2 にプラスチック基板上に成膜し堆積膜の表面あ

らさを示す。基板表面あらさと堆積膜の表面あらさがほぼ

同じの滑らかな膜が形成されていることがわかる。 

 
Fig. 2  Surface roughness of film deposited on 
plastic substrate 

 
Fig. 3 に Aｌ2O3 下地膜上に成膜したフェリ磁性膜のカ

ーヒステリシスループの経時変化を示す。20 時間経過し

ても特性に変化がなく、Aｌ2O3 下地膜で酸化を防げること

が分かる。 

 

Fig. 3 Kerr hysteresis loop of the ferrimagnetic 
film formed on the Al2O3 underlayer before/after 
aging 
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